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HỆ SỐ SUY GIẢMCAMMA 

T ự  NHIÊN 1,46 MEV VÀ LÝ TỈỈUYÍrr 

TÍNH S ơ  CẤP BUÒNG PHÔNG TIlẤP

Phổ kế gaiiuiia tự  nhiên toàii Ui&ii liiệii dang được gử dụng tại quân y viện V103 đề giám 
dinh sức khổe cda nguM. Phần quan tiọiig trung pliồ kế là buồng phông thấp (BFT) đã đưạc lim  
clid yếu bkiig phểp thanh lỷ cầu Plihiig (có Irtrórc Ii&in 1945). Côiig việc xây dựng buồng gồin 3 
ph&n doạji : Chế tạo mỏ hình buồng do (MHBĐ) thể tk h  8 dm^, đánh giá MHBĐ, xây dựng BFT 
thể tlch 10

IVong công trlith này chúng tôi lóiii tẵt kết quá đánh giá phẩiii chát MHUD bỉiig hệ sổ tuy 
giảin tốc độ đếm gamma tự  nhiên 1,46 M«v và đề x u ít inột lý thuyết bán Ihự-C niỉhiệm dựa vào 
MHĐĐ đế tinh toẩn với BFT

1. HỆ SỐ SUY GIẢM GAMMA T ự  NHIÊN 
ĐỐI VỚI DỈNH 1,46 MEV

MHBĐ có tuiyiig che ch&ii đư^c làin biLiig tliép ihanh lý cầu Phùng, h« dày thay dổi từ  0 đến 
20 Cin. Phẩin ch ỉt MHBĐ được đánh giá b&iig tự  khỉo sát phổ phông gamina tụ- nhiên khu vụx 
tliị xả IIẰ Dông và hệ 80 suy giảiii tốc độ dếiii dối vtỉri dinh 1,46 Mev trong phd iMiố kế ĐK-1024 
IIIÔ t i  ò Ịi| đã dưọx: sử dụng trong công trinh này.

Phổ gaihma thu đirọrc ho&n toàn phù hợp vái dạng phổ phông gainnia tự  nhiỉn khu vực Hà 
nội glii bằng detector Ge siêu tinh khiít cda VKHVN. Đinh 1,4Ỗ Mev có iroiig phố khi độ dày 
MÍIĐĐ b&iig 18 Cm chứng tỏ r&ng thép để làm MHBĐ là loại sạch phỏng xạ.

Sự pliụ thuộc vào dộ dày MHDD đói v<w các hệ »ó K l, K2, K3, K4, K5 và K6 đã ilirợc khio 
•á t. TVong dó K l là tỷ tổ  thành ph&n Gaui ciia tốc dộ dếm trong và ngoài buồng đo tệi dinh 1,46 
Mev ; K2 - tỷ tố  tổc độ đểm toàn phần trong và ngoài buồug đo tf i  1,46 Mev ; K3 • tỷ tổ  tốc 
dộ đếin tại kỉnh iruiig t&ni trong và ngoài buồng đo cũng tại đỉnh 1,46 Mev ; K4 - tỷ  0Ó tốc dộ 
dếin ttch ph&u troiig khoing năng luyng 95-2000 Kev trong và ngoài buồng đo ; K5 - h ị *ố suy 
giầm cirồrng độ tra  cứu |2| dổi với chùm g&niina Bong song năng Iưọmg 1,46 M«v cda th^p có tỷ 
Irọiig 7,89 g/ciii^ ; Ko - hệ lố  suy giảiii tốc dộ đếm ganiina t ự  Itliiêii tại dinh 1,46 Mev tíiiii tlieo 
lý thuyết dirọc dề xuẵl trong công Irình này. Tóc <!ộ đếm  tại kênh trung tỉm  cda đinh 1,46 Mev 
kiii dộ dày MHBD bằng 20 Om lả 0,05 xiing/inùi.
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II. LÝ THUYẾT TÍNH s ơ  CẮP BFT

Tiếp theo ta  sẽ ký hiệu ;

1. K6 s  noụ/noụ là hệ 80 tuy  giini tổc độ đếm lý thuyết cAa g&mma tự  nhiỉn tại BÌ«g IflfTng 
E. IVong dó no0i ià cấc thành phần G&us của tốc độ dcm trong BFT có độ dày ck« c h ia  t  vấ 
tưcmg ứng tại năng lirẹriig được xểt.

2. Dòng pha f { E ,  r, n ,  V, t) là số hạt phóng xạ trong niộl dem vị thể tfch g ln  tọa đ ệ  f ,  (rong 
một đcm vị tkòri gian gần thòi đUm (, có n&ng Iưọrng trong một đem vị năng lnTBg f l u  gỉA E, 
có vận  tổc V định h ư ^ g  trong m ột đom vị gổc khối gần đ  (3j.

3. Dòng phft bẩn J i ,{ E ,f ,ỏ ,S ,t )  là dòng pha cda phóng dò gi qua tvòmg che chắn vằ bắa 
vật liệu kết c íu  trong buồng đo.

4 Các đại lưựiig V , Str, £u„  fx l ì  thể tk h  buồng do, diệit tích m ặt giiỉi hạn trong, ngoài 
buồng đo và hệ số hấp thụ  tuyến dnh  đối vổd chùm gamma song song cda vật liệu.

Mục đích bài to in  đối vói BFT là thiết lập aự phụ thuộc giải tích của K6 vào c&c đạỉ lurựBg 
kể Ircn. Do lỉri giải chính xác rấ t phúx tạp và không có ứiig dụng thực t iĩn  ta  M hạn chế g iỉi bài 
toán vM các điều kiện gần đủng sau đây : 1. Các dòng pha là đồng n h ỉt, đẳng hvỏrng v à  ({n định, 
tức là / =  J[E )\  2. Xein Irưỉrng phóng xạ trong và ngoài buồng do như khi lý tirửng c6  phm m g 
trình trạng thái P /N  »  const, có chỉnh lệch áp sụắt trong và ngoài buồiig do Ptr/Pn, “
3. Các m ặt giái bạn trong vầ ngoài tưỉriig che chắn là trcni, tức là tiếp tuy ỉn  tại di&n b ỉ t  kỳ vói 
mặt cong không c ỉ t  chính nó ; 4. Độ dày tường che chỉn là dồng n h ít. TVoDg InrỀriig hẹrp này ia  
■ê cố :

Tốc độ th&in nhập cửa phóng xạ vào BFT qu» phần tử  b ỉ mặt ii.dSnt =

'/a  __
dNi =  2ir ị c o t9 exp{ -/id /co« 0) tiaâ  dB Jnự(E) dS„„] 9 »  ự n g ,s ) .

0

Tổc độ thoát biển cỏa phóng xạ khối BFT qua phần Itt bề inặt n • dStt ỉà :

-/a  ^
d N ĩ = j  co« $ (ill 9 dđ J,r[E) dS,r; í  =  ( / , r ,« ) .

0

Dùi»iị phưonig trinh trạng th ii  P /N  =  con»l, điều kiện Png/Ptr — '

Ko  «  J n A E ) J J u ( E )  =  /(M.d) «p(m. d) 5 . ,/2 5 ., .
J{n, d)*^ ịid •x p (^ đ )/[ l  + (exp(->iá) -  \ ) l ị id].

Hệ »6 suy giẰin c la  tlin •< lầ ;

K6 -  + AI = Ko/ịl + /fo ■ Jk/JnA-, (t)

T ừ (1) u  th íy  vói mSi giá irị J ị / J n t  cho trvóc ik có độ dày che chắn tiM hạii d và cic fầa
dúiig :

K ^ m K  dổi vớ i< ỉ<  d,Ki K t  w Jfc dổi d >  (a)
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Nbtf vậy á i  liếp tyc tKng K0 khi d >  dti,, các biệr. phấp ghim  tM mức tổi liiiều độ bẦii phổng 
xạ củ» vật liệu che chắn và lự  dA gi qua tưòng che chắn ( ỉ  đóng vai trò  quyết định.

IVong lý thuyết tính dẩi vổri BPT này, tỷ aố Jng/Jtr  •« <ỉtrợc xic định b4ii thực nghiịni vào 
tỷ lỗ  Jh /Jn t  MHBĐ kich thiróc nhổ. T» 8Ỉ gi4 th iết :

Từ 8 giá trị cdft Kl(d) đối vM MHĐĐ ta có hệ thức sau :

U H B D
300 txp { - ịid ) , 0 < d <  ỉ2C m ,
100 + 4,357 (cf -  12), d > l2C m .

(3)

(<)

ờ  hình vẽ dirói, trinh bày các giả tr ị thực nghiệm cda K i(d ), sự  phụ thuộc vào b« dày chc 
chắn cAa MHBĐ của hệ aS K6 kinh cho chùm Ua gamma song song đổi vứi thếp cổ (ỷ trọng 7,89 
g /c m ’  và K6 tinh th eo  CẲC hệ th ứ c  (l),(2),(3) v à  (4).

III. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐO VÀ LÝ THƯYỂT 
THEO TIÊU CHUẨN THốNG KÊ PHÔNG THẤP DEMENTIEV

Saỉ tổ thổng kl tirvng đổi cdk lỉc độ dếm n v i hệ số suy gi&m K dã đu^c tính theo phvomg 
pbAp bán thực nghiệm Dementiev |4| nhv MU :

' l " - 7 5 í ĩ ‘

IVong các phíp  ghi nhận phổ, iố  đếm N tại đbih 1,46 Mev được chọn «ao cho :
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Đề 80 sấnh kết quá tính K6(d) lý Ihnyết vái kết quả do Kl(d) đổi vói MHBD| d l  »ề  
tifii chuấA đạt thô  tlteo điều kiện tlióiig kỉ Đempiitiev như taa  :

Ixl -  , Ẻ  < 3 s/-q-. K l. ■
>|.=1

Plềểp *o «ánh rlio tháy  ; Dối \ ố i  Iihổni giá trị d =  3, 6, 9, 12 Cm , tliaiii 80 Ixl =  3 ,05  <  3 y / i  
và dối vái nhổm giá trị d =  12, 15, 18, 20 Cni, tham sổ Ixl =  4,62 < 3 ■ V ĩ. Nhv vậy lý thuyết 
tính trẻn dối vđri BPT áp dụng cho MHBĐ Ihổa mãn tiêu cliuấn trỉn .

Phểp so tánh c ic  hệ số K2, K3, K4 vổri Kl theo tiêu chuẩn đạt thô đã cho th íy  c ic  th»m *ỗ 
1x1 không đạt yêu cầu. Niiư vậy tắ t  c i  cic phưcmg pháp đo gần đúng K l theo c&c hậ thức cho
K2, K3, K4 <1pu khôiig thể chấp nhận.

Ciiối cỉing các tác già chân thành cảm an PGS, PTS Phạm Quốc Hỉing đ i  gốp ý cho trìnk 
bày công tr\nh u&y.
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ĨVan Manh Toan, Nguỵen Trieu Tu

THE l,4fi MKV Ma TU«A(. r.AMMA-ATTENUANT AND THE 

HALF-EMPIRICAL CALCULATION THEORY FOR LOW-LEVEL CAMERAS

T h e  1,46 M ev n a tu r a l  g a m m a  a t t e n u a n t  of th e  whole b o d y  i r r a d ia t io n  low-level c a m a r a ’t  l i t u u l a t o r  

u ia d v  b y  m ore th a n  so year* o ld  t t e e l  hiia b een  iuea«ur<>d. T h e  lia lf-e iu p r ica l th eo ry  for c a lc u la t io n  low-l«v«l 

camiUTM haa b e e n  p ro p o se d .

Khoa Vải lý - ĐHTH Hà NỘI
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